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ＺＨＡＯＬｉｙａ
１，ＷＡＮＧＬｅ１，ＹＡＮＧＹａｎ２，ＬＩＵＫｅ１

，３

（１犓犲狔犔犪犫狅狉犪狋狅狉狔狅犳犗狆狋狅犲犾犲犮狋狉狅狀犻犮狊犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，犕犻狀犻狊狋狉狔狅犳犈犱狌犮犪狋犻狅狀，犉犪犮狌犾狋狔狅犳犐狀犳狅狉犿犪狋犻狅狀犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，

犅犲犻犼犻狀犵犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔狅犳犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，犅犲犻犼犻狀犵１００１２４，犆犺犻狀犪）

（２犛犮犺狅狅犾狅犳犈犾犲犮狋狉犻犮犪犾犪狀犱犈犾犲犮狋狉狅狀犻犮犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，犖犪狀狔犪狀犵犜犲犮犺狀狅犾狅犵犻犮犪犾犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔，６３９７９８犛犻狀犵犪狆狅狉犲）

（３犇犲狆犪狉狋犿犲狀狋狅犳犈犾犲犮狋狉犻犮犪犾犪狀犱犆狅犿狆狌狋犲狉犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵，犌犲狅狉犵犲犠犪狊犺犻狀犵狋狅狀犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔，

犠犪狊犺犻狀犵狋狅狀，犇犆２００５２，犝犛犃）
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ｗａｖｅｇｕｉｄｅｂｅｎｄｓ．ＴｔｙｐｅｍｉｃｒｏｓｔｒｉｐＴｒａｖｅｌｌｉｎｇＷａｖｅ（ＴＷ）ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓｗｅｒｅｄｅｓｉｇｎｅｄｆｏｒｔｈｅＬｓｈａｐｅ

ｗａｖｅｇｕｉｄｅｐｈａｓｅｓｈｉｆｔａｒｍｏｆｔｈｅＭＺｍｏｄｕｌａｔｏｒ．Ｆｉｒｓｔｏｆａｌｌ，ａｎｕｐｐｅｒｂａｎｄｗｉｄｔｈｌｉｍｉｔｏｆｔｈｉｓｍｏｄｕｌａｔｏｒ

ｗａｓｅｖａｌｕａｔｅｄｂｙｕｓｉｎｇａｎｅｑｕｉｖａｌｅｎｔｃｉｒｃｕｉｔｍｏｄｅｌｏｆｔｈｅＴＷ ｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓ．Ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｍｉｃｒｏｗａｖｅ

ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｓｕｃｈａｓｉｍｐｅｄａｎｃｅｍａｔｃｈ，ｒｅｔｕｒｎｌｏｓｓａｎｄｂａｎｄｗｉｄｔｈ，ｔｈｅｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎａｎｄｉｎｐｕｔ／ｏｕｔｐｕｔ
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ｒｅｇｉｏｎｓ，ｔｈｅｏｖｅｒａｌｌＴＷｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓｅｘｈｉｂｉｔａｎｉｍｐｅｄａｎｃｅｍａｔｃｈｏｆ＞４２Ω，ｒｅｔｕｒｎｌｏｓｓｏｆ＜－１５ｄＢａｎｄ

ｂａｎｄｗｉｄｔｈｏｆ６５ＧＨｚ．Ｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌｌｙｔｈｅｒｅｔｕｒｎｌｏｓｓｏｆ－１２ｄＢａｎｄｔｈｅｂａｎｄｗｉｄｔｈｏｆ＞２０ＧＨｚａｒｅ

ｏｂｔａｉｎｅｄｉｎｔｅｒｍｓｏｆｔｈｅｆａｂｒｉｃａｔｅｄＴｉ／ＡｕｅｌｅｃｔｒｏｄｅｓｏｎａｎＩｎＰｓｕｂｓｔｒａｔｅ．

犓犲狔 狑狅狉犱狊：Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ ｏｐｔｉｃｓ；Ｅｌｅｃｔｒｏｏｐｔｉｃ ｍｏｄｕｌａｔｏｒ；Ｆｉｎｉｔｅｅｌｅｍｅｎｔ ｍｅｔｈｏｄ；Ｔｒａｖｅｌｌｉｎｇｗａｖｅ
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